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A 面から成る開口部は自己組織化的に形成され、感光感度は SiO2に比べ 3 桁低い 200μC/cm2であ
った。しかしながら、エッチング速度の促進効果がある 0.7ML/s 以下の低 As4フラックス下の条
件では、レジスト表面が崩壊した。低指数面の自己形成を伴うエッチング過程において、ライン
幅は電子線描画領域に対してビーム径(500nm)以下に縮小加工された。さらに、パターンは描画方
向を無視して正確な結晶方位に沿った。このライン幅の縮小は、改質自然酸化膜の熱耐性が結晶
面の安定性に比べ低く、下地基板と改質領域の端が共に昇華エッチングされることを示している。
本エッチング法により、電子線の揺らぎによるパターンエッジの荒れの補正が可能であることが
示唆された。 
